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 本論文は，“Process development of Hot-wire-assisted ALD dedicated to 
High Quality Ni/Ru Thin Films for Microelectronic Devices”（微細電子デバイ
ス用高品質 Ni/Ru薄膜形成を目指したホットワイヤーALDプロセスの開発）と







をまとめている。特に HW-ALD 法はプラズマを利用した PE-ALD 法と比較し
て，下地へのイオン損傷が少ないことが大きな利点になるとしている。 






























熱酸化膜上に Ru 薄膜を形成し，CV 測定を行った結果，Ru 薄膜の仕事関数は






 このように，本論文では，HW-ALD プロセスにおける NH2 ラジカルの役割
および反応性を詳細に解析し，本手法による高品質金属薄膜のプロセス設計手
法を確立しており，マテリアル工学の進展に大きな貢献をしている。よって本
論文は博士（工学）の学位請求論文として合格と認められる。 
